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Etude et contribution à la réalisation d'un transistor organique à base des nanoparticules enfoncées dans une matrice d'un polymére 
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Résumé :
Dans cette thèse, nous avons principalement porté intérêt sur l’augmentation de la

permittivité diélectrique des polymères isolants ainsi que leurs effets sur les caractéristiques

électriques des transistors organiques en couches minces (OTFTs). L’étude a été réalisée à

partir d’un des polymères isolants le plus souvent utilisé pour les transistors organiques à effet

de champ : le PVP (poly 4, vinylphénol) dont la permittivité diélectrique relative est de 3.6.

Cette faible permittivité limite les performances des transistors organiques réalisés. Pour

augmenter cette permittivité, nous avons inséré des nanoparticules de ZnO dans la matrice du

polymère de manière contrôlée.

Aussi, nous avons obtenu une amélioration des performances des OTFTs en termes de

mobilité des porteurs de charges, de tension seuil ainsi que de courant de saturation. Cette

amélioration se traduit par une augmentation considérable à la fois de la mobilité par effet de

champ des porteurs et du courant de saturation drain source d’un facteur 10. Nous avons

démontré aussi que la tension de seuil est ajustable, elle se déplace de 8 V à 0 V pour des

concentrations de ZnO allant de 0% à 50% en volume. Nous avons démontré que la

permittivité augmente de 3,6 à 5,5 sans phénomène de percolation, même à une concentration

de 50% en volume.




